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(54) ＧＯＬＤＤ구조 및 ＬＤＤ구조의 ＴＦＴ를 동시에포함하는 구동회로부 일체형 액정표시장치

(57) 요약

본 발명은 구동회로부 일체형 액정표시장치에 관한 것으로, 구동회로부의 구동소자들을 형성함에 있어서, 구동전압이 상

대적으로 고전압에서 구동하는 소자는 GOLDD구조의 TFT를 포함하는 CMOS로 구성하고, 상대적으로 저전압에서 구동

하는 소자는 LDD구조의 TFT를 포함하는 CMOS로 구성하는 것을 특징으로 한다. 상기와 같이 구동회로부를 구성하여

LDD구조의 TFT에 의해 면적축소를 GOLDD구조의 TFT에 의해 신뢰성을 향상시켜 면적이 감소되고 신뢰성이 향상된 최

적의 구동회로부를 형성하는 효과를 얻을 수 있다.

대표도

도 2

특허청구의 범위

청구항 1.

단위화소가 매트릭스 배열하는 화면표시부와;

LDD구조의 TFT를 포함하는 CMOS와 GOLDD구조의 TFT를 포함하는 CMOS를 동시에 구비하는 구동회로부로 구성하

며,
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상기 구동회로부는

시스템 인터페이스를 통해 입력되는 신호를 데이터 드라이브회로 및 게이트 드라이브회로가 상기 화면표시부를 구동할 수

있도록 각종 제어신호 및 데이터를 생성하는 타이밍 컨트롤러와;

외부입력 직류(DC)전압을 이용하여 상기 화면표시부 내부의 구동에 필요한 직류(DC)전압으로 변환하는 DC-DC 컨버터

와;

상기 타이밍 컨트롤러로부터 입력되는 제어신호를 이용하여 상기 화면표시부의 데이터 라인에 특정 전압을 출력하는 데이

터 드라이브와;

상기 타이밍 컨트롤러로부터 입력되는 제어신호를 이용하여 상기 화면표시부의 게이트라인에 특정 전압을 출력하는 게이

트드라이브와;

상기 화면표시부에 형성되는 화소전극과 더불어 액정에 전계를 형성하는 공통전극의 전압을 구동하는 공통전압 드라이브

(Vcom driver)를 구비하는 것을 특징으로하는 구동회로부 일체형 액정표시장치.

청구항 2.
삭제

청구항 3.

제 1 항에 있어서, 상기 타이밍 컨트롤러, DC-DC 컨버터, 및 공통전압 드라이브(Vcom driver)는 LDD구조의 TFT를 포

함하는 CMOS를 구비하는 것을 특징으로 하는 구동회로부 일체형 액정표시장치.

청구항 4.

제 1 항에 있어서, 상기 데이터 드라이브는

상기 타이밍 컨트롤러로부터 입력되는 제어신호를 저장하는 쉬프트 레지스터(shift resister)와; 상기 쉬프트 레지스터로

부터 입력되는 제어신호를 상기 화면표시부에 필요한 아날로그 신호로 변환시키는 디지털-아날로그 컨버터(DAC)와; 상

기 DAC로부터 입력되는 신호를 데이터라인에 인가하는 출력 버퍼 블록(output buffer block)을 구비하며,

상기 게이트 드라이브는

쉬프트 레지스터와; 상기 쉬프트 레지스터로부터 입력되는 제어신호를 특정레벨로 이동시키는 레벨 쉬프터(level shifter)

와; 상기 레벨 쉬프트로부터 입력되는 제어신호를 상기 화면표시부의 게이트 라인에 인가하는 출력 버퍼 블록을 구비하는

것을 특징으로 하는 구동회로부 일체형 액정표시장치.

청구항 5.

제 4항에 있어서, 상기 게이트 드라이버 및 데이터 드라이버 내의 출력 버퍼 블록과, 레벨 쉬프트는 GOLDD구조 TFT를

포함하는 CMOS를 구비하는 것을 특징으로 하는 구동회로부 일체형 액정표시장치.

청구항 6.

제 4 항에 있어서, 상기 데이터 드라이버 및 게이트 드라이버 내의 쉬프트 레지스터는 LDD구조의 TFT를 포함하는 CMOS

를 구비하는 것을 특징으로 하는 구동회로부 일체형 액정표시장치.

등록특허 10-0675636

- 2 -



청구항 7.

제 1 항에 있어서, 상기 화면표시부에 형성되는 스위칭소자는 구동전압에 따라 GOLDD구조의 TFT 또는 LDD 구조의

TFT 및 PMOS 중에서 선택되어 형성되는 것을 특징으로 하는 구동회로부 일체형 액정표시장치.

청구항 8.

단위화소가 매트릭스 배열을 하는 화면표시부와;

구동전압에 따라 LDD구조의 TFT를 포함하는 CMOS와 GOLDD구조의 TFT를 포함하는 CMOS로 나뉘어 구성하는 구동

회로부를 구비하는 것을 특징으로 하는 구동회로부 일체형 액정표시장치.

청구항 9.

제 8항에 있어서, 상기 구동전압이 10V이상인 경우, GOLDD구조의 TFT를 포함하는 CMOS로 구성되고, 구동전압이 10V

이하인 경우, LDD구조의 TFT를 포함하는 CMOS로 구성되는 것을 특징으로 하는 구동회로부 일체형 액정표시장치.

청구항 10.

제 8항에 있어서, 상기 구동회로부는 LDD구조의 TFT를 포함하는 CMOS로 구성되는 타이밍 컨트롤러와, 데이터 드라이

브내의 쉬프트 레지스터와, 디지털-아날로그 컨버터와, 공통전압 드라이브와;

GOLDD구조의 TFT를 포함하는 CMOS로 구성되는 게이트 드라이버 내의 출력 버퍼와, 레벨 쉬프트를 구비하는 것을 특

징으로 하는 구동회로부 일체형 액정표시장치.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시소자 및 그 제조방법에 관한 것으로써, 특히 게이트중첩 LDD(gate overlapped lightly doped drain,

이하 GOLDD)구조 박막트랜지스터와 LDD구조를 겸비하는 액정표시소자 및 그 제조방법에 관한 것이다.

근래, 경박단소화된 평판표시소자(Flat Panel Display device)가 활발하게 연구되고 있는데, 그 중에서도 액정표시소자

(liquid crystal display device)가 현재 양산화되어 사용되고 있다. 이러한 액정표시소자는 투과형 표시소자로서, 각각의

화소를 개별적으로 구동하는 스위칭소자인 박막트랜지스터(thin film transistor)가 구비된 박막트랜지스터 액정표시소자

(TFT LCD)가 주로 사용되고 있다.

TFT는 기본적으로 전류를 흐르는 채널이 형성되는 반도체층과, 신호가 인가됨에 따라 채널에 전계를 형성하여 전류의 흐

름을 온(on), 오프(off)시키는 게이트전극과, 신호가 입력되고 출력되어 게이트전극의 온, 오프에 따라 화소에 신호를 전달

하는 소스전극 및 드레인전극으로 구성된다.
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일반적으로 액정표시소자는 복수의 화소가 구비되어 실제 화상이 구현되는 화소영역과 상기 화소영역에 각종 신호를 인가

하는 구동회로부로 구성된다. TFT는 화소영역과 구동회로부에 모두 형성된다. 특히, 근래 COG(Chip On Glass)가 소개됨

에 따라 구동회로부에 전기이동도가 높은 다결정 TFT를 형성함으로써 컴팩트화된 액정표시소자를 형성하는 것이 주요

연구과제가 되고 있다.

일반적으로 구동회로부에 형성되는 TFT는 화소내에 형성되는 TFT에 비해 전기이동도가 훨씬 큰 TFT가 요구되며, 이러

한 요구에 따라 주로 다결정 TFT를 형성하는 것이다.

한편, 근래 경박단소의 영상기기에 대한 요구가 증가함에 따라 액정표시소자의 크기를 감소시키기 위한 노력이 이루어지

고 있다. 그러나 화상이 표시되는 화소영역의 크기를 감소하기란 불가능하므로(이 화소영역의 크기는 설정되어 있다), 실

질적으로 액정표시소자의 크기 감소는 구동회로부의 면적 감소를 의미한다. 그런데, 구동회로부의 면적을 감소시키면, 필

연적으로 구동회로부에 배치되는 TFT의 크기가 감소하게 된다. TFT의 크기 감소는 결국 채널의 길이 감소를 의미한다.

그런데, 이러한 채널의 길이 감소는 채널을 통과하는 핫캐리어(hot carrier)에 의한 채널층의 손상을 야기한다. 또한, 핫캐

리어가 게이트 전극에 의해 형성되는 전계에 의해 채널내에 트랩(trap)됨으로써 소자의 문턱전압(threshold voltage)을

변화시켜 불량을 초래하는 문제가 발생한다.

상기의 문제를 해결하기 위하여 제안된 TFT가 채널층과 인접한 영역은 저농도의 불순물층을 형성하고 저농도의 채널영

역 외곽에는 고농도의 불순물층이 형성된 LDD(lightly doped drain)구조의 TFT이다. 또한, 상기 LDD구조의 TFT는 일

반적인 구조의 TFT에 비해 오프전류(off current)가 작기 때문에 누설전류를 효과적으로 방지할 수 있으며, 따라서 화질

저하를 방지할 수 있다는 장점을 가진다.

그러나, 상기의 LDD구조의 TFT에서는 채널길이의 감소에 한정이 있다. 또한 LCD구조를 채택하여 TFT를 구성할 때 짧

아지는 채널로 인해 TFT의 신뢰성이 문제된다. 따라서, HDTV와 같은 고화질의 영상기기에 적용되는 경우 핫캐리어에 의

한 채널의 손상이 발생하여 신뢰성에 문제가 발생하게 된다.

이러한 문제를 해결하기 위해 제안된 구조가 GOLDD(Gate Overlapped LDD)구조의 TFT이다. 이 GOLDD구조의 TFT에

서는 게이트전극과 LDD층이 오버랩 되므로, 짧은 채널(short channel)의 구성이 가능하게 되며, 그 결과 신뢰성 있는 작

은 크기의 TFT의 제작이 가능해진다.

이하, 도 1a~1f를 참조하여 종래 GOLDD 구조 TFT를 제조하는 공정을 설명한다.

우선, 도 1a에서 도시된 바와 같이, 유리와 같은 투명한 물질로 이루어진 기판(101)상에 버퍼층(102)을 형성한 후, 상기 버

퍼층(102)상에 실리콘과 같은 비정질반도체을 적층하고 식각하여 반도체층을 형성한다. 이어서, 상기 반도체층위에 포토

레지스트패턴을 형성하여 반도체층의 일부 영역을 블로킹한 상태에서 상기 반도체층의 일부 영역에 저농도의 불순물(즉,

n-이온)을 주입하여 각각 채널층(103a) 및 n+층(103b)을 형성한다.

그후, 도 1b에서 도시된 바와 같이, 상기 채널층(103a)상의 포토레지스트(104)를 제거하고 레이저를 조사하여 상기 비정

질반도체층을 결정화하는 동시에 주입된 불순물 이온을 활성화시킨다.

이어서, 도 1c에서 도시된 바와 같이, 상기 채널층(103a) 및 n-층(103b) 위에 게이트절연층(105)을 형성한 후 그 위에 금

속층(106)을 적층한다.

도 1d에 도시된 바와 같이, 상기 금속층(106) 위에 포토레지스트를 적층하고 사진식각공정에 의해 패터닝하여 포토레지스

트패턴(107)을 형성한 후 상기 포토레지스트패턴(107)을 이용하여 금속층(106)을 식각하여 게이트전극(106a)을 형성한

다. 이때, 상기의 게이트전극(106a)은 채널층(103a) 보다 크게 형성한다.

이어서, 도 1e에서 도시된 바와 같이, 상기 게이트전극(106a)을 마스크로 적용하여 고농도의 불순물이온(n+이온)을 n-층

(103b)에 주입한다. 상기 n+이온의 주입에 의해 n-층(103b)의 일부(즉, 게이트전극(106a)에 의해 블로킹되지 않은 영역)

가 고농도의 n+층(103c)으로 되어, 게이트전극(106a)과 저농도의 불순물영역(LDD영역)이 오버랩된다.
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상기와 같이, 고농도의 불순물층(103c)을 형성한 후, 도 1f에서 도시된 바와 같이, 기판(101) 전체에 걸쳐 보호층(108)을

형성하고 상기 보호층(108)위에 금속층을 적층하고 식각하여 소오스전극(109)과 드레인전극(110)을 형성한다. 이때, 상

기 소오스전극(109) 및 드레인전극(110)은 보호층(108) 및 게이트절연층(105)에 형성된 컨택홀을 통해 n+층(103c)과 접

속된다.

상기한 바와 같이, GOLDD 구조 TFT의 제조공정에서는 저농도의 불순물이온과 고농도의 불순물 이온 주입 영역을 구비

하게 되는데, 이는 기본적으로 LDD구조와 동일하다. 그러나 LDD구조의 TFT는 TFT를 소형을 제작하는데 유리한 반면,

소자의 소형화로 인해 신뢰성에 문제가 있고, GOLDD구조 TFT는 신뢰성이 우수한 반면, TFT의 크기를 줄이는데 한계가

있다.

그러므로 GOLDD구조 TFT를 적용하는 구동회로부 일체형 액정표시장치는 소형화 추세에 있는 현재 기술개발 방향에 부

응하는데 한계가 있고, GOLDD구조 TFT는 신뢰성은 우수하지만 크기 감소에 한계가 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그러므로 본 발명은 구동회로부 일체형 액정표시장치에서 구동회로부의 면적을 감소하여 컴팩트한 액정표시장치를 형성

하는 것을 목적으로 한다. 특히, 본 발명은 구동회로부에 형성되는 다양한 드라이빙 소자를 그 구동전압에 따라 LDD형

TFT 및 GOLDD구조 TFT를 선택적으로 적용함으로써 최적의 구동회로부를 형성하고 면적이 감소되는 액정표시소자를

형성하는 것을 목적으로 한다.

발명의 구성

상기 목적을 달성하기 위해 본 발명의 액정표시장치는 상대적으로 고전압에서 구동되는 구동회로부의 TFT는 신뢰성이

우수한 GOLDD구조의 TFT로 구성하고 상대적으로 저전압에서 구동되는 구동회로부의 TFT는 소형화가 가능한 LDD구

조의 TFT로 구성한다.

특히, 상기 구동회로부중 10V이상의 고전압에서 구동되는 게이트 드라이브 내의 출력 버퍼 블록(out put buffer block),

레벨 쉬프터(level shifter)와 화면표시부의 화소스위치 TFT(pixel switching TFT)등은 GOLDD구조의 TFT로 구성하

며, 10V이하의 저전압에서 구동되는 타이밍 컨트롤러(timing controller), 데이터 드라이브 내의 쉬프트 레지스터(shift

register), DC-DC 컨버터(DC-DC converter), 공통전압 드라이버(Vcom driver)등은 LDD구조의 TFT로 구성한다.

이하 본 발명의 액정표시장치의 어레이기판의 구조를 도 2를 참조하여 살펴본다.

액정패널은 단위화소가 매트릭스 배열을 하는 어레이기판과 상기 어레이기판과 대향하는 컬러필터 기판으로 구성되고, 상

기 어레이기판 및 컬러필터기판 사이에 액정이 충진된다.

그 중 상기 어레이기판은 단위화소가 형성되는 화면표시부와 상기 화면표시부에 구동신호를 인가하는 구동회로부로 나뉠

수 있다.

도 2를 참조하여 어레이기판의 구성을 살펴본다.

도 2에 도시된 바와 같이, 기판(200)의 소정의 위치에 화면표시부(201)와 상기 화면표시부의 외곽에 각종 구동회로가 형

성되는 구동회로부(202)가 형성된다.

특히, 오늘날 폴리실리콘을 이용한 고속동작의 액정표시장치가 개발됨으로써 고속동작특성을 요하는 구동회로부를 화면

표시부가 형성되는 기판에 함께 형성하는 SOG기술이 개발되어 액정패널 제조공정을 단축하고 액정패널을 콤팩트하게 형

성할 수 있게 되었다. 그 중요한 요인 중에 하나가 TFT의 채널로써 폴리실리콘을 사용하는 것인데, 상기 폴리실리콘은 비

정질실리콘에 비해 매우 우수한 전기전도도를 가진다. 그러므로 본 발명은 액정패널의 어레이기판을 형성함에 있어 폴리

실리콘을 채널로 채택하는 폴리실리콘 TFT를 사용하여 구동회로부 및 화면표시부의 스위칭 소자를 형성한다.
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화면표시부의 스위칭소자로는 P형 TFT 또는 N형 TFT중에서 선택적으로 사용될 수 있으며, 구동회로부의 구동소자로는

NMOS와 PMOS가 짝을 이루어 상보적으로 구동하는 CMOS(complementary metal oxide silicon)가 사용된다. 특히, 폴

리실리콘을 채널로 채용하는 NMOS는 캐리어인 전자에 의한 누설전류 발생을 억제하기 위해 LDD구조로 구성된다.

본 발명의 구동회로부는 상기 CMOS를 구동소자로 채용한다. 특히, 상기 CMOS를 구성함에 있어 LDD구조의 NMOS대신

에 GOLDD구조의 TFT를 이용하여 CMOS를 구성할 수도 있다. 즉, 본 발명은 각종 구동소자가 형성되는 구동회로부에

LDD구조의 TFT+PMOS 또는 GOLDD구조 TFT+PMOS의 결합으로 CMOS를 구성함으로써 누설전류 방지 및 구동회로

부의 소형화에 최적화를 이룬다.

도 2에 도시된 바와 같이, 어레이기판의 구동회로부(202)에는 화면표시부(202)의 게이트라인에 게이트신호를 공급하는

게이트 드라이버(gate driver, 203)와 화면표시부(202)에 형성되면서 상기 게이트 라인과 수직교차하는 데이터라인에 데

이터신호를 인가하는 데이터 드라이버(data driver, 204)가 화면표시부에 인접하여 형성된다.

또한 상기 구동회로부(202)에는 액정패널에 입력되는 디지털 화상 데이터를 처리, 이를 LCD구동회로에 보내주고 전체 액

정패널을 동작시켜주는 신호를 만들거나, 시스템 인터페이스를 통해 입력되는 신호를 데이터 드라이브회로 및 게이트 드

라이브회로가 상기 화면표시부를 구동할 수 있도록 각종 제어신호 및 데이터를 생성하는 타이밍 컨트롤러(timing

controller)와, 외부입력 DC전압을 액정패널의 내부 구동에 필요한 DC전압으로 변환시키는 DC-DC 컨버터(DC-DC

converter)와, 외부입력 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환시키는 DA컨버터(digital-to-analog converter)와, 감마

(gamma)전압 교정부 및 공통전압을 조절하는 공통전압 드라이브(Vcom driver)가 더 구비되어 있다. 상기 구동회로부에

형성되는 각종 구동소자는 CMOS를 기반으로 하여 구성된다.

본 발명은 CMOS구성함에 있어서, 상대적으로 고전압에서 작동하여 누설전류 발생 염려가 있는 구동소자에는 GOLDD구

조의 TFT를 적용한 CMOS로 구성하고 상대적으로 저전압에서 작동하는 구동소자에는 LDD구조의 NMOS를 적용하는

CMOS로 구성하여 구동회로부의 구동안전성과 면적축소를 동시에 이루는 것이다.

예를 들어, 구동회로부에서 10V이상의 고전압에 의해 작동하는 게이트 드라이브 내의 출력 버퍼 블록(output buffer

block), 레벨 쉬프터(level shifter) 및 화소 스위칭 TFT(pixel switching TFT)등에는 GOLDD를 채용하는 CMOS로 구성

한다.

또한, 10V이하의 저전압에서 작동하는 타이밍 컨트롤러(timing controller), 데이터 드라이브 내의 쉬프트 레지스터(shift

resistor), DC-DC 컨버터, 공통전압 드라이브등에는 LDD구조의 TFT를 채용하는 CMOS로 구성한다.

상기와 같이 구성함으로써 LDD구조에 의한 구동회로부의 면적축소효과와, 면적축소 효과는 상기 LDD구조 TFT에 미치

지 못하지만 신뢰성이 우수한 GOLDD구조 TFT를 LDD구조의 TFT와 동시에 구동회로부에 채용함으로써 신뢰성과 면적

축소에서 최적화된 구동회로부를 구성할 수 있다.

이하 구동회로부에 형성되는 CMOS의 제조공정을 도 3a~3f를 참조하여 살펴본다.

본 발명의 구동회로부에는 NMOS와 PMOS가 한 쌍을 이루는 CMOS와 GOLDD구조의 TFT와 PMOS가 한쌍을 이루는

CMOS가 구비되는데, 설명의 편의상 NMOS,GOLDD구조 TFT및 PMOS의 제조공정을 중심으로 살펴본다.

먼저, 도 3a에 도시된 바와 같이, 투명한 기판(301)의 소정의 영역(즉, LDD구조 TFT영역(L), GOOLDD구조 TFT영역(G)

, PMOS영역(P))에 각각 액티브층(302a,302b,302c)을 형성한다.

상기 액티브층(302a,302b,302c)을 형성하는 공정은 상기 기판(301)상에 비정질의 실리콘층을 PECVD방법에 의해 형성

하고, 포토마스크 공정에 의해 상기 비정질실리콘층을 패터닝하므로 이루어진다. 즉, PECVD방법에 의해 비정질의 실리콘

층을 기판(301)상에 증착하는 단계, 상기 비정질실리콘층상에 포토레지스트(미도시)를 도포하는 단계, 상기 포토레지스트

를 마스크를 적용하여 노광하는 단계 및 현상하는 단계, 현상된 포토레지스트 패턴을 이용하여 상기 비정질실리콘을 패터

닝하는 단계를 포함하여 이루어 질 수 있다.

상기 액티브층(302a,302b,302c)이 형성된 다음, 도 3b에 도시된 바와 같이, 상기 액티브층 상에 포토레지스트를 도포하

고 포토마스크 공정을 통해 포토레지스트 패턴(304)을 형성한다. 상기 포토레지스트 패턴(304)은 LDD구조 TFT영역 및
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GOLDD구조 TFT영역(G)상의 액티브층(302a,302b)일부를 가리고 PMOS영역 위의 액비브층(302c)은 전체를 가린다. 상

기 LDD구조 TFT영역(L) 및 GOLDD구조 TFT영역(G)의 액티브층(302a,302b)상에 포토레지스트(304)는 액티브층의 채

널영역(303c)을 가리고 나머지 영역은 노출시킨다.

이어서, 상기 포토레지스트 패턴(304)을 불순물 차단 마스크로 적용하여 저농도의 불순물 이온을 주입한다. 상기 주입되

는 불순물 이온은 인(P)등의 5족 원소를 사용할 수 있다. 상기 이온 주입에 의해 상기 LDD구조 TFT영역(L) 및 GOLDD구

조 TFT영역(G)상의 액티브층(302a,302b)일부, 즉, 포토레지스트(304)에 의해 가려지지 않은 영역(소스(303a) 및 드레

인 영역(303b))에 저농도의 불순물이 주입된다.

그러나 PMOS 영역의 액티브층(302c)은 포토레지스트에 의해 가려지므로 불순물 이온이 주입되지 않는다.

이어서, 도 3c에 도시된 바와 같이, 상기 액티브층(302a,302b,302c)상에 실리콘산화막(SiO2)으로 구성되는 게이트절연

층(305)을 플라즈마화학기상증착방법 (PECVD)방법에 의해 형성하고, 이어서 알루미늄(Al)등의 금속층을 형성하고 포토

리소그래피 공정을 통해 상기 금속층을 패터닝하여 게이트전극(306,307,308)을 형성한다. 상기 게이트전극 중 GOLDD구

조의 TFT영역(G)에 형성되는 게이트 전극(307)의 크기는 LDD구조 TFT영역(L)에 형성되는 게이트전극(306)보다 크게

형성한다. 이는 GOLDD구조 TFT에서 게이트전극 아래에 저농도 불순 물 영역을 형성하기 위함이다.

상기 게이트전극들(307,308,309)은 액티브층의 중앙에 형성되는 채널영역(303c)상부에 형성된다.

이어서, 상기 게이트전극(306,307,308)상에 포토레지스트 패턴(309a,309b)을 형성하되, LDD구조 TFT영역(L)의 게이

트전극(306)상에는 상기 게이트전극(306)과 소스 및 드레인영역(303a,303b)의 일부를 가리도록 포토레지스트 패턴

(309a)을 형성하고, 상기 PMOS영역(P)에는 PMOS영역이 모두 가려지도록 포토레지스트 패턴(309b)을 형성하고,

GOLDD구조 TFT영역(G)에는 포토레지스트 패턴을 형성하지 않는다.

이어서, 상기 포토레지스트 패턴(309a,309b)을 마스크로 적용하여 고농도 불순물 이온을 소스 및 드레인영역에 주입한다.

그 결과, LDD구조 TFT영역(L)의 소스 및 드레인영역(303a,303b)에 고농도 불순물 영역(310b)과, 채널영역의 인접부에

는 LDD영역(310a)이 형성된다. 또한, GOLDD구조 TFT영역(G)의 소스 및 드레인영역(303a,303b)에는 고농도 불순물

영역(311b)과 게이트전극(307)아래 형성되면서 채널영역에 인접한 저농도불순물 영역(311a)이 형성된다. 이때 주입되는

고농도 불순물 이온은 상기 저농도 불순물이온과 같이, 인(P)등의 5족 원소일 수 있다.

한편, 상기 LDD구조 TFT영역(L) 및 GOLDD구조 TFT 영역(G)의 소스 및 드레인영역에 불순물이 주입되는 동안, PMOS

영역의 액티브층은 포토레지스트에 의해 가려져 있으므로 불순물이 주입되지 않는다.

이어서, 도 3e에 도시된 바와 같이, 상기 LDD구조의 TFT영역(L) 및 GOLDD구조의 TFT영역(G) 모두를 포토레지스트

(312)로 가린다. 이때, PMOS 영역(P)은 상기 포토레지스트에 의해 가려지지 않는다.

이어서, 상기 포토레지스트(312)를 이온 블록킹 마스크로 적용하고 붕소(B)등의 3족의 고농도 P형 불순물 이온을 주입한

다. 이 때, PMOS영역(P)의 소스 및 드레인영역(313a,313b)영역에 고농도의 P형 불순물이온이 주입되어 PMOS가 구성된

다.

상기 공정 결과, LDD구조의 NMOS, GOLDD구조의 TFT 및 PMOS가 구성된다.

위에서 설명한 바와 같이, 상기 LDD구조의 NMOS는 10V이하의 저전압 구동소자영역에 형성하고, GOLDD구조의 TFT는

10V이상의 상대적으로 고전압 구동소자 영역에 형성한다.

이어서, 도 3f에 도시된 바와 같이, LDD구조의 NMOS와 PMOS를 한쌍으로 구성하여 CMOS를 형성하고, 이와 동시에

GOLDD구조 TFT와 PMOS를 한쌍으로 구성하여 CMOS를 구성한다.

도 3f는 일례로 GOLDD구조 TFT와 PMOS를 연결하여 CMOS를 구성하는 것을 나타낸다.

TFT가 완성된 다음, 기판전체에 절연층(314)을 형성한다. 이어서 상기 절연층(314)상에 TFT의 소스 및 드레인영역을 노

출시키는 컨택홀을 형성한다.
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이어서, 상기 컨택홀을 통해 소스 및 드레인영역과 연결되는 소스(320) 및 드레인전극(321)을 형성하는데, 상기 소스 및

드레인전극이 형성되는 단계에서, PMOS의 드레인전극(313b)과 GOLDD구조 TFT의 드레인전극(311c)을 연결하는 공통

드레인전극(315)을 형성한다.

이어서, 상기 소스 및 드레인 전극상에 보호층(317)을 형성하고 상기 공통드레인전극(315)과 연결되는 드레인 접속단자

(316)를 형성한다.

한편, 상기 공정은 구동회로부에 형성되는 CMOS의 제조공정을 중심으로 설명하였는데, 구동회로부가 형성되는 공정에서

화면표시부에도 스위칭소자로서 TFT가 동시에 형성될 수 있다. 상기 화면표시부의 TFT는 PMOS 또는 NMOS에서 선택

되어 형성될 수 있다. 또한 상기 화면표시부의 스위칭소자가 고전압에서 구동할 경우, 신뢰성에서 우수한 GOLDD구조의

TFT를 스위칭소자로 사용할 수도 있다.

상기 결과, LDD구조의 TFT와 GOLDD구조의 TFT를 함께 포함하는 구동회로부 일체형 액정패널을 완성한다.

발명의 효과

본 발명은 구동회로부 일체형의 액정패널을 제조함에 있어서, 구동전압이 상대적으로 높은 소자에는 GOLDD 구조 TFT를

포함하는 CMOS를 구성하고, 구동전압이 낮은 소자에는 LDD구조의 TFT를 포함하는 CMOS를 구성함으로써 구동회로부

의 면적축소와 신뢰성을 동시에 만족할 수 있는 구동회로부 일체형 액정패널을 제조할 수 있다.

또한 상기 공정은 별도의 마스크 공정을 추가 않고 이루어짐으로써 공정 지연 없이 액정패널의 성능을 향상시킬 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1a~1f는 종래의 GOLDD구조 TFT 제조공정을 나타내는 수순도.

도 2는 본 발명의 어레이 기판의 평면도.

도 3a~3f는 본 발명의 GOLDD 구조 TFT, LDD구조 TFT 및 PMOS의 제조공정을 나타내는 수순도.

******** 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명*********

301:기판 302a,302b,302c:액티브층

303a,303b:소스,드레인영역 304,309a,309b,312:포토레지스트

306,307,308:게이트전극 314:절연층

317:보호층 320,321:소스,드레인전극

도면

등록특허 10-0675636

- 8 -



도면1a

도면1b

도면1c

도면1d

도면1e
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도면1f

도면2

도면3a

도면3b

등록특허 10-0675636

- 10 -



도면3c

도면3d

도면3e

도면3f
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